Teljesitmény MOSFET-ek mérése, valogatasa

Az utobbi években a szakboltokban egyre jobb villamos karakterisztikakkal rendelkez6 n vagy p-csatornas
teljesitmény-FET-eket lehet vasarolni. Ezeket mind gyakrabban alkalmazzak a bipolaris tranzisztorok he-
lyett példaul a killonb6z6 tapegységekben vagy erdsitékben. Jellemzé moédon ezen késziilékek kimeneti

fokozatai parba valogatott tranzisztorokat igényelnek. A valogatasban segit az alabbi egyszert miiszer, V.
Vasziljev konstrukcioja, ami eredetileg a Ragyio 2005,/12. szamaban jelent meg.

Az 1. abra szerinti kapcsolast mé-
rékészilék segitségével megalla-
pithat6 a lezart FET maradék dra-
inarama (Ip,,), ellenérizhetd,
nincs-e atiités az elektrodak ko-
zott, megmeérhet6 a gate-source
feszultség kuszobértéke (Uggy),
valamint els6 megkozelitésben
képet lehet alkotni a FET Ug/I;
karakterisztikajanak meredeksé-
gérol. A mérési eredmények leol-
vasasa az N1 ,Be” nyomogomb le-
nyomasa utan lehetséges a beépi-
tett muszer skalajarol, vagy egy
kiils6 multiméterrol.

A ,Maradékaram mérése”
uzemmodban a gate-et a source-
szel osszekotjuk, azaz a FET le
van zarva. Egy jol mikodo FET
esetében a maradékaram értéke
nagyon Kkicsi és a drain-source fe-
szultség (Upg) gyakorlatilag meg-
egyezik az Uyp tapfesziltséggel.
Ha a maradékaram ennél na-
gyobb, ugy az Upg alacsonyabb
lesz, mint az Uy. A maradékaram
a kovetkezo egyenlet segitségével
kiszamolhato:

IDm = (UT - UDs)/R3~
Ha az elektrodak kozott atvezetés

van, ugy a mért Upg értéke akar
nullara is csokkenhet (totalzarlat).

A tapfesziltséget szintén az N1 le-
nyomasa soran meérhetjuk meg,
ekkor azonban még ne legyen a
mérendo FET csatlakoztatval

A kuszobfeszultség mérése
250 uA drainaram (Ip,) mellett
torténik. Ezt a T, n-csatornas
JFET-tel felépitett nagy belsoel-
lenallast aramforras szolgaltat-
ja. Ennek soran a voltméronk az
adott drainaramhoz tartozé Ug
feszultséget mutatja. Az n-, illet-
ve p-csatornas FET-ek mérésé-
hez tartoz6 bekotési modok a 2.
abran lathatok. Ha megnyomjuk
az N2 gombot, akkor az aramfor-
ras altal leadott aram 10 mA-re
noé (Ip;). Az ehhez az aramérték-
hez tartoz6 Ugg,; leolvasasa utan
a FET meredekségét lehet kisza-
molni:

S= (IDI_IDk)/(UGsl_UGSk)

Az Ugg, mérése magasabb Iy
aram mellett, pl. 500 uA-rel is le-
hetséges. A parba valogatasra ez
gyakorlatilag nincs hatassal,
ugyanakkor lehet6vé teszi, hogy
pontosabban meghatarozhassuk
az atviteli karakterisztika mere-
dekségét, tovabba meérsékli a
voltmér6 magas bels6ellenallasa
iranti szigora kovetelményeket.
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A 3. abran illusztraci6 gyanant
lathat6 az n-csatornas orosz
KP707V és az International Rec-
tifier IRF640N FET karakteriszti-
kainak kezdeti szakasza. Az ab-
ran lathat6 még, hogyan kell a
karakterisztika alapjan megtalal-
ni az I, és Ugg, értékhez tartozo
pontot. Ugyanigy talalhatjuk
meg az I, és Ugg k6z0s pontjat.

Az M voltméro a megépitett ké-
sziilékben egy 100 uA-es alapm-
szerbol és az R2 el6tét ellenallas-
bol all. Utobbit ugy kell megva-
lasztani, hogy a miiszer mutatoja-
nak végkitérése megfeleljen 10 V-
os bemenodfeszultségnek. Hasz-
nalhatunk egy kész multimétert
is, azonban figyelni kell arra, hogy
ennek bels6ellenallasa legalab 50
kohm legyen — maskulonben je-
lent6sen torzulnak a mérési ered-
mények. A modern DMM-ek bo-
ven eleget tesznek ennek a kove-
telménynek, hiszen a sztenderd ti-
pusok belséellenallasa 10 Mohm,
de a legolcsobbakeé is 1 Mohm.
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